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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年6月21日(2012.6.21)

【公表番号】特表2009-529579(P2009-529579A)
【公表日】平成21年8月20日(2009.8.20)
【年通号数】公開・登録公報2009-033
【出願番号】特願2009-500578(P2009-500578)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  23/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  35/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ   3/00    　　　Ｅ
   Ｃ０１Ｇ  23/00    　　　Ｃ
   Ｃ０１Ｇ  35/00    　　　Ｃ
   Ｃ０１Ｇ  35/00    　　　Ｂ
   Ｃ０７Ｆ   3/00    　　　Ｆ
   Ｃ０７Ｆ   5/00    　　　Ｋ
   Ｃ０７Ｆ   5/00    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成24年5月2日(2012.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｍ（Ｃｐ）２の前駆体であって、式中、ＭはＢａ又はＳｒであり、Ｃｐは下式のシク
ロペンタジエニル
【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ５は、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、水素、Ｃ１～Ｃ１２

アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アミノ、Ｃ６～Ｃ１０アリール、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３

～Ｃ６アルキルシリル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＮＮＲ３から独立に選択
され、式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、水素及
びＣ１～Ｃ６アルキルから選択され、官能基を有するペンダントリガンドが、金属中心Ｍ
にさらに配位する）である、前駆体と、
　任意の溶媒媒体と、
　を含む、前駆体組成物。
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【請求項２】
　溶媒媒体を含み、
　前記溶媒媒体は、Ｃ３～Ｃ１２アルカン、Ｃ２～Ｃ１２エーテル、Ｃ６～Ｃ１２芳香族
化合物、Ｃ７～Ｃ１６アリールアルカン、Ｃ１０～Ｃ２５アリールシクロアルカン及びか
かる芳香族化合物、アリールアルカン及びアリールシクロアルカン種のさらなるアルキル
置換形態からなる群から選択される溶媒種を含み、複数のアルキル置換基の場合には、前
記さらなるアルキル置換基が、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、Ｃ１～Ｃ８ア
ルキルから選択される、請求項１に記載の前駆体組成物。
【請求項３】
　前記溶媒媒体は、キシレン、テトラリン、及びアルキル置換テトラリンからなる群から
選択される溶媒種を含む、請求項１に記載の前駆体組成物。
【請求項４】
　ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチウムを含む、請求項１から３の
うちいずれかに記載の前駆体組成物。
【請求項５】
　ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチウム及びキシレンを含む、請求
項１に記載の前駆体組成物。
【請求項６】
　ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチウム及びテトラリンを含む、請
求項１に記載の前駆体組成物。
【請求項７】
　ビス（テトラメチル－ｎ－プロピルシクロペンタジエニル）ストロンチウムを含む、請
求項１から３のうちいずれかに記載の前駆体組成物。
【請求項８】
　ビス（テトラメチル－ｎ－プロピルシクロペンタジエニル）ストロンチウム及びキシレ
ンを含む、請求項１に記載の前駆体組成物。
【請求項９】
　ビス（テトラメチル－ｎ－プロピルシクロペンタジエニル）ストロンチウム及びテトラ
リンを含む、請求項１に記載の前駆体組成物。
【請求項１０】
　基板上に金属を堆積する方法であって、
　請求項１から９のうちいずれかに記載の前駆体組成物を揮発させて前駆体蒸気を形成す
る工程と、前記前駆体蒸気を前記基板に接触させて前記金属をその上に堆積させる工程と
、を含む方法。
【請求項１１】
　化学蒸着又は原子層堆積を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記前駆体の液体分配又は固体分配を含む、請求項１０及び１１のいずれかに記載の方
法。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のうちいずれかに記載の方法によって形成された金属膜を含む、マ
イクロ電子デバイス。
【請求項１４】
　請求項１から９のうちいずれかに記載の前駆体組成物を含む、前駆体供給パッケージ。
【請求項１５】
　前記前駆体組成物は、ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチウム及び
ビス（テトラメチル－ｎ－プロピルシクロペンタジエニル）ストロンチウムから選択され
る前駆体と、キシレン及びテトラリンから選択される溶媒種を含む任意の溶媒媒体とを含
む、請求項１４に記載の前駆体供給パッケージ。
【請求項１６】
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　基板上に結晶ストロンチウムチタネート膜を堆積する方法であって、ストロンチウム及
びチタン前駆体を用いる原子層堆積（ＡＬＤ）法を実行する工程を含み、前記ストロンチ
ウム前駆体は、
　（ｉ）式Ｃｐ－Ｍ－Ｃｐの前駆体（式中、ＭはＳｒであり、Ｃｐはそれぞれの環炭素原
子上に置換基Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５を有するシクロペンタジエニルであり、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５は、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、Ｈ；
Ｃ１～Ｃ１２アルキル；Ｃ１～Ｃ１２アミノ；Ｃ１～Ｃ１２アルキルアミノ；Ｃ１～Ｃ１

２アルコキシ；Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル；Ｃ２～Ｃ１２アルケニル；Ｃ７～Ｃ１２ア
ラルキル；Ｃ７～Ｃ１２アルキルアリール；Ｃ６～Ｃ１２アリール；Ｃ５～Ｃ１２ヘテロ
アリール；Ｃ１～Ｃ１０ペルフルオロアルキル；シリル、アルキルシリル、ペルフルオロ
アルキルシリル、トリアリールシリル、及びアルキルシリルシリルからなる群から選択さ
れるシリコン含有基；ＲａＲｂＲｃＮＮＲｃから選択され、式中、Ｒａ、Ｒｂ及びＲｃは
、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、水素及びＣ１～Ｃ６アルキルから選択され
、官能基を有するペンダントリガンドが、金属中心にさらに配位する）と、
　（ｉｉ）前駆体（ｉ）のルイス塩基付加物と、
　から選択される、方法。
【請求項１７】
　基板上に結晶ストロンチウムチタネート膜を堆積する方法であって、
　ストロンチウム及びチタン前駆体を用いる原子層堆積（ＡＬＤ）法を、前記結晶ストロ
ンチウムチタネート膜を生成するプロセス条件下で実行する工程を含み、
　前記ストロンチウム前駆体は、ビス（ｎ－プロピルテトラメチルシクロペンタ－ジエニ
ル）ストロンチウム及びビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチウムから
選択される、方法。
【請求項１８】
　前記ストロンチウム前駆体は、ビス（ｎ－プロピルテトラメチルシクロペンタ－ジエニ
ル）ストロンチウムである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ストロンチウム前駆体は、ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ストロンチ
ウムである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記プロセス条件は、２５０℃～５００℃の範囲の温度を含む、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２１】
　アニール工程を含まない、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記基板は、マイクロ電子デバイス基板を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　高誘電率マイクロ電子デバイスを製造すべく実行される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　基板上にストロンチウム薄膜を堆積する方法であって、前記基板を前駆体組成物蒸気と
接触させる工程を含み、前記前駆体組成物は、式Ｍ（Ｃｐ）２の化合物を含み、式中、Ｍ
はストロンチウムであり、Ｃｐは下式のシクロペンタジエニル
【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ５は、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、水素、Ｃ１～Ｃ１２
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アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アミノ、Ｃ６～Ｃ１０アリール、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３

～Ｃ６アルキルシリル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＮＮＲ３から独立に選択
され、式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、互いに同じか又は異なり、それぞれ独立に、水素及
びＣ１～Ｃ６アルキルから選択され、官能基を有するペンダントリガンドが、金属中心Ｍ
にさらに配位し、式中、Ｒ１～Ｒ５は同時にＨではなく、Ｒ１～Ｒ５は全て同時にメチル
ではなく、Ｒ１～Ｒ５の残りの２つがＨのとき、それらの３つはイソプロピルではない。
）であり、前記化合物はテトラヒドロフランに配位しない、方法。
【請求項２５】
　前記Ｍ（Ｃｐ）２は、ビス（テトラメチル－ｎ－プロピルシクロペンタジエニル）スト
ロンチウムである、請求項２４記載の方法。
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